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により水素発生効率が向上すること，DSSC（Dye-Sensitized Solar Cell: 色素増感太陽電池）の半導
体層に用いることで TiO2 に比べ電子移動の向上を確認している．本研究では，AFM (Atomic force 
microscopy) 表面観察によって PEC エッチングメカニズムを解明し，PL (Photoluminescence) 発光
特性により光特性に及ぼす影響を評価した．さらに，DSSC において，色素吸着量と関連する比表面
積の向上をめざし，エッチング時間と色素吸収ピークにおける IPCE (Incident photon to current 
efficiency)値の照射光強度依存性を検討した． 
＜実験結果及び考察＞ 









従来の DSSC では，半導体層に TiO2や ZnO のナノ粒子薄膜を
用いており，電子輸送が拡散のみに依存している．これを改善す
るため，ドリフトにより電子輸送の向上が期待される単結晶の
n-GaN を用いて DSSC を作製した．また， n-GaN に PEC エッ
チングを施し，N3 色素を吸着させた結果 IPCE スペクトルにお
いて 520nm に N3 色素ピークが観察された．図 2 に，エッチン








図 2. エッチング時間と 520nm
における IPCE 値の照射光強度
依存性 
